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Гетероструктура двух тонких пленок алмаз-AlN имеет большой потенциал для различных приложений. Сочетание уникальных механических и тепловых характеристик нанокристаллических алмазных плёнок (NCD) и высоких пьезоэлектрических свойств AlN позволяет ожидать создание, например, МЭМС с новыми характеристиками [1]. В большинстве исследований на эту тему поликристаллические пленки AlN выращивают на поверхности алмаза [2]. Однако такой подход предполагает сложные технологические процессы, связанные, например, с полировкой либо с получением свободно стоящих алмазных пленок (для  выращивания AlN на их гладкой нуклеационной стороне). Перспективным является непосредственный рост CVD (chemical vapor deposition) алмазной пленки в процессе плазмохимического синтеза на гладкой подложке  монокристаллического AlN. 
[image: image1.emf]В настоящей работе монокристаллические слои AlN ориентации (0001) были получены в реакторе МОCVD пониженного давления с использованием в качестве источников триметил алюминия и мышьяка. Подложкой служил монокристаллический кремний ориентации (111). Пленки NCD толщиной 300-400 нм на монокристаллическом AlN были выращены в CVD реакторе на основе 2.45 ГГц СВЧ разряда в смеси газов H2+CH4, Рис.1. Исследование свойств полученных NCD пленок на поверхности AlN в зависимости от методов предварительной подготовки поверхности и различных условий синтеза было проведено методами ВИМС, рентгеновской дифракции, рамановской спектроскопии, СЭМ, СЗМ. 
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Рис. 1. Дифрактограмма для образца 1357: структура алмаз/AlN/Si(111).









